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高濃度 Bi 置換希土類鉄ガーネットは、可視光領域において優れた磁気光学(MO)特性を示すこ
とから[1, 2]、MOイメージングを用いた磁場分布の計測[3]、MO空間光変調器(MOSLM)[4]などに
応用できる材料として期待されている。これまでに我々は、有機金属分解(MOD)法[5]を用いて
Y3-xBixFe5O12 (Bix:YIG)薄膜を開発し、Bi置換量の大きい(x ≧	2)は高い性能指数を示すことを報
告した[6]。しかし、磁気異方性定数、磁気回転比gなどのパラメータの系統的な研究はまだなされ
ていない。今回は、Bix:YIG 薄膜の強磁性共鳴(FMR)による共鳴磁場強度(Hres)の磁場印加角度依
存性の測定および解析を行ったので報告する。 

Bix:YIG (x = 1 − 3)薄膜は、MOD溶液（高純度化学研究所製）を用いて GGG(100)基板上に 150 
nmの厚さで作製された。薄膜は、MOD溶液の塗布(3000 rpm、30 sec)、乾燥(100 ℃、10 min)、仮
焼成(450 ℃、10 min)を 5回繰り返した後、本焼成(700 ℃、3 h)
により結晶化を行った。 

FMR の角度依存性の測定には、X バンドの電子スピン共鳴
(ESR)分光装置 (RX-RE2X, JEOL Co., Ltd.)を用いた。マイクロ波
は、9.09 GHzに固定した。磁場の方向と薄膜の[001]方向(垂直方
向)のなす角度bを 10°ずつ変化させながら FMRスペクトルを測
定した。 

Bi2.5:YIG 薄膜の Hresの値を膜の垂直方向と印加磁場がなす

角度bに対してプロットしたグラフを Fig. 1に示す。白抜きプロ
ットは Hresの実験値であり、曲線はフィッティング曲線である。

下に凸の形から、Bi2.5:YIG薄膜は面内に磁化容易軸を有してい
ることがわかる。Fig. 2に一軸誘導磁気異方性定数Ku、結晶磁気

異方性定数K1の Biの置換量依存性を示す。すべての試料におい
てKuは正でK1は負であった。この結果から、作製された Bix:YIG
薄膜は、<111>方向が結晶磁気異方性の容易軸となったことがわ
かる。詳細は当日報告する。 
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Fig. 2. The relationship between 
magnetic anisotropy energies and Bi 
content of Bix:YIG thin films. 

 
Fig. 1. Angular dependence of the 
Hres of Bi2.5:YIG thin films. 
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